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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマを用いて窒化シリコン膜を酸化シリコンまたはシリコンに対して選択的にエッ
チングするドライエッチング方法であって、
　ＣＦ４ガスとＨ２ガスとＣＯ２ガスとの混合ガスを用いて、前記窒化シリコン膜をエッ
チングする、ドライエッチング方法。
【請求項２】
　プラズマを用いて窒化シリコン膜を酸化シリコンまたはシリコンに対して選択的にエッ
チングするドライエッチング方法であって、
　Ｃ２Ｆ６ガスとＨ２ガスとＣＯ２ガスとの混合ガスを用いて、前記窒化シリコン膜をエ
ッチングする、ドライエッチング方法。
【請求項３】
　請求項１記載のドライエッチング方法において、
　前記ＣＦ４ガスの流量：前記Ｈ２ガスの流量：前記ＣＯ２ガスの流量＝１：２：１とな
る前記ＣＦ４ガスの流量、前記Ｈ２ガスの流量および前記ＣＯ２ガスの流量をそれぞれ前
記ＣＦ４ガスの第１基準流量、前記Ｈ２ガスの第２基準流量および前記ＣＯ２ガスの第３
基準流量とし、
　前記ＣＦ４ガスの流量を前記第１基準流量から±３０％の範囲内の流量とし、前記Ｈ２

ガスの流量を前記第２基準流量から±３０％の範囲内の流量とし、前記ＣＯ２ガスの流量
を前記第３基準流量から±３０％の範囲内の流量として、前記窒化シリコン膜をエッチン
グする、ドライエッチング方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のドライエッチング方法において、
　前記プラズマを、パルス変調された高周波電力により生成し、
　前記窒化シリコン膜を備える試料が載置された試料台に、パルス変調された高周波バイ
アスを印加する、ドライエッチング方法。
【請求項５】
　請求項４記載のドライエッチング方法において、
　前記プラズマを、マイクロ波と磁場との相互作用により生成し、
　前記試料台の温度を、４０℃以上、かつ、１５０℃以下とし、



(2) JP 2015-207688 A5 2017.1.19

　前記パルス変調された高周波バイアスのオン期間の電力と前記パルス変調された高周波
バイアスのデューティー比との積を０Ｗより大きく、かつ、５Ｗ以下とする、ドライエッ
チング方法。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のドライエッチング方法において、
　前記窒化シリコン膜を備える試料の上方、かつ、前記窒化シリコン膜がエッチングされ
る処理室の内壁に、窒化シリコンまたはシリコンからなる部材を配置する、ドライエッチ
ング方法。
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